















【実験】光子アンチバンチング挙動の QD粒径依存性の実験には，粒径の異なる 3種類の CdSe/ZnS




厚，7.0, 15.0, 24.0, および 38.0 nmのものを用いた。シリカコート金ナノ粒子(AuNP/SiO2)は，シリ
カ膜厚 6.0, 15.0, 21.0, および 35.0 nmのものを用いた。測定試料は，ガラス基板にこれらのシリカ
コート金属ナノ粒子エタノール溶液をスピンコートした後，QD のトルエン溶液をスピンコート
することにより作成した。単一 QDの発光挙動は，ピコ秒パルスレーザー（波長 405 nm）を組み
込んだ共焦点顕微鏡を用いて，光子アンチバンチングを評価するための光子相関測定，蛍光強度，
蛍光寿命，および蛍光スペクトルを同時に測定することで評価した。 









図 1 各 QDにおける生成励起子
数と の相関。QD605：●，
QD585：■，および QD565：▲。 













図 2に単一 QDのみ，および単一 QD-AgNP/SiO2（シ
リカ膜厚 7.0 nm，および 24.0 nm）系で得られた蛍光
減衰曲線(a-c)，および光子相関ヒストグラム(d-f)の代
表例を示す。この光子相関ヒストグラムにおいて，遅












のように理解することができる 1,2)。単一 QD は，複数の励起子
が生成した場合も，励起子同士のオージェ再結合によって光子
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図 2 蛍光減衰曲線(a~c)と光子相関ヒスト
グラム(d~f)。(a, d) QDのみ， 
(b, e) QD-AgNP/SiO2シリカ膜厚 7.0 nm， 




























相関。(a)シリカ膜厚 7.0 nm, 
(b) 15.0 nm, (c) 24.0 nm。■：
Reference（QDのみ），○：単
一 QD-AgNP/SiO2系。 
